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コランダム構造酸化ガリウム(α-Ga2O3)は、5.3 eV のバンドギャップ値を有する超ワイドンバン

ドギャップ(Ultra-wide bandgap, UWBG)半導体材料の 1つであり、パワーデバイスや深紫外発光デ

バイスの材料として注目を集めている[1]。α-Ga2O3は、熱的に準安定相であり 650℃以上で最安定

相の β-Ga2O3に相転移すると考えられてきたが[2]、ミスト CVD法により GaCl3原料を用いること

で 800℃という高温での成長が可能となった[3]。相転移温度と考えられていた温度よりも高温で

の成長が実現した要因を調べるために、本発表ではミスト CVD 法による GaCl3 原料を用いた

α-Ga2O3の反応機構および相転移温度の向上について報告する。 

c面サファイア基板上にミスト CVD 法により α-Ga2O3を作製した。GaCl3、HClを超純水に溶か

した溶液を噴霧し、N2 ガスで反応部へ輸送することで成長を行った。成長温度は 450-800℃の間

で変化させた。 

図 1に成長レートの溶液中 HCl濃度依存性を示す。溶液中の HCl濃度増加に伴い成長レートが

増加することから、熱により Ga(g:ガス)が生成し、HCl(g)と反応することで GaCl(g)、GaCl3(g)が

生成し、酸素原料として H2Oを用いた際の HVPE と同様の反応により Ga2O3が成長したと考えら

れる。図 2に成長レートの成長温度依存性を示す。XRD 2θ/ωスキャンの結果から、すべての成長

温度で α-Ga2O3成長していることが確認された。図 2 より、CVD 反応の典型的な律速過程の傾向

が得られた。領域(III)では GaCl(g)の生成、領域(IV)では GaClと GaCl3の生成および反応に律速さ

れていると考えられる。また、作製した α-Ga2O3は 700℃以上の熱処理後もコランダム構造を維持

しており、欠陥や応力のない結晶ではさらに相転移温度が高いと予想される。このことから

α-Ga2O3が報告されていた相転移温度よりも高温で成長することが可能になったと考えられる。 
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図 1. 成長レートの溶液中 HCl濃度依存性 図 2. 成長レートの成長温度依存性 
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